
برگخصصات فحصصلات 
آشکحرسحزهحیصنیمخصهحدی

Si Photodiode ن عصحسگر

1 x 1 6 x 6 10 x 10 0.6 x 0.6 2.7 x 2.7 (mm2)سطحصحسحس

∅ 5 ∅ 5 ∅ 9 ∅ 1.5 ∅ 3 (mm)سطحصورودیص

350  1100 340  1000 320  1000 400  1050 430  1100 (nm)بحزهصط لصا جص

 20  5  25  15 < 60 (V)ولتحژصبحیحسص
12ص≥ (ns) 2ص≥ (s) 7ص≥ (s) 1.8ص≥ (ns) 100صص≥ (ns) زاحنصخیزش
12ص≥ (ns) 2ص≥ (s) 7ص≥ (s) ≤ 1.8 (ns) 100ص≥ (ns) زاحنصالات

 35  5  15  10  50 (ن ع )ت انصاعحدلصن یزص
fW/√𝑯𝒛

 5 (nA) < 20 (pA)  0.5 (A)  80 (pA) < 30 (nA) جریحنصتحریکصن ع 

 11 pF (f=1 MHz)  950 pF (f=10 kHz)  4 nF (f=10 kHz)  5 pF (f=1 
MHz)  70 pF (f=1 Hz) ظرلایتصخحزن صاتفحل

850 720 700 820 900 (nm)بیتیتخصحسحسیت

ات فحصصلات 

,TPD3نیمخصهحدیحسگرهحی UPD06, LPD10, LPD6وFPD1گزیتخخ د،بخا تصلات ات فحصبح
اتفحلبححسگرهحاین.ا صروندبخصشمحرنزدیکلاروسرختحUV-Aپرت هحیآشكحرسحزیاتظ ربخاتحسب 
كحرسحزیآشراپی ستخوپحلس لیزرهحیپرت ازگستردهصایا دودهصیا صت انتداسیل سک پبخاستقیم
خبدنآن دایزپ ششآسحن،کحربریوبح دقتنحن اتر،1100ال 250صا ج ط لبحزهصیدرآشکحرسحزی.نمحیتد
وا صبحشتدحسگرهحاینویژگ صهحیجملخازC-Mountرزوهصهحیاستحنداردوبحزتحبازجل گیریجهت

.گیرندقراراستفحدها ردسریعفوقلیزرهایپحلسپتهحیستجشبرایا صت اند

TPD3UPD06     LPD10LPD6FPD1

TPD3UPD06FPD1 LPD10LPD6


